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Detail “A”
Top Bottom Top Bottom
1 \ ] \
Option 1 \ Option 2 { ‘

= Millimeters Inches = Millimeters Inches
e Min. Max. Min. Max. i Min. Max. Min. Max.
A2 1.40 1.60 0.055 0.063 E 3.95 425 0.156 0.167

b 0.38 0.56 0.015 0.022 E1 2.40 2.60 0.094 0.102

c 0.35 0.44 0.014 0.017 E2 2.84 Ref 0.112 Ref

4.40 4.60 0.173 0.181 e 1.50 BSC 0.059 BSC
D1 1.62 1.83 0.064 0.072 L1 0.81 1.20 0.032 0.047
D2 1.75 Ref 0.069 Ref
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